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本发明提供了一种半导体器件及其形成方

法，所述半导体器件包括第一掺杂区域和存储单

元，所述第一掺杂区域中具有两个第二掺杂阱，

所述第一掺杂区域与所述第二掺杂阱形成齐纳

二极管结构，两个所述第二掺杂阱与所述第一掺

杂区域擦写所述存储单元，通过擦写所述存储单

元调整齐纳二极管结构的击穿电压。在本发明提

供的半导体器件及其形成方法中，通过在第一掺

杂区域中进行掺杂形成第二掺杂阱的齐纳二极

管结构，并在第一掺杂区域上形成存储单元，可

通过两个所述第二掺杂阱与所述第一掺杂区域

实现对所述存储单元的擦写操作，从而通过存储

单元中存储的电子形成的电场环境调整齐纳二

极管的击穿电压，进而达到方便有效调整齐纳二

极管的击穿电压。
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1.一种半导体器件，其特征在于，所述半导体器件包括：

第一掺杂区域，所述第一掺杂区域中具有两个第二掺杂阱，所述第一掺杂区域与所述

第二掺杂阱形成齐纳二极管结构；

存储单元，所述存储单元位于所述第一掺杂区域上且位于两个所述第二掺杂阱之间，

两个所述第二掺杂阱与所述第一掺杂区域擦写所述存储单元，通过擦写所述存储单元调整

齐纳二极管结构的击穿电压。

2.根据权利要求1所述半导体器件，其特征在于，所述存储单元为浮栅型存储单元。

3.根据权利要求1所述半导体器件，其特征在于，所述第一掺杂区域为N型掺杂或P型掺

杂，与之对应的所述第二掺杂阱为P型掺杂或N型掺杂。

4.根据权利要求1－3中任意一项所述半导体器件，其特征在于，通过擦写所述存储单

元调整齐纳二极管结构的击穿电压在1V以上。

5.一种半导体器件的形成方法，其特征在于，所述半导体器件的形成方法包括：

提供一衬底，在所述衬底上形成第一掺杂区域；

在所述第一掺杂区域上形成存储单元；

在所述存储单元的两侧对所述第一掺杂区域进行掺杂形成两个第二掺杂阱，所述第一

掺杂区域与所述第二掺杂阱形成齐纳二极管结构，两个所述第二掺杂阱与所述第一掺杂区

域擦写所述存储单元，通过擦写所述存储单元调整齐纳二极管结构的击穿电压。

6.根据权利要求5所述半导体器件的形成方法，其特征在于，所述存储单元为浮栅型存

储单元。

7.根据权利要求5所述半导体器件的形成方法，其特征在于，所述第一掺杂区域为N型

掺杂或P型掺杂，与之对应的所述第二掺杂阱为P型掺杂或N型掺杂。

8.根据权利要求5－7中任意一项所述半导体器件的形成方法，其特征在于，通过擦写

所述存储单元调整齐纳二极管结构的击穿电压在1V以上。
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半导体结构及其形成方法

技术领域

[0001] 本发明涉及集成电路技术领域，特别涉及一种半导体结构及其形成方法。

背景技术

[0002] 齐纳二极管(Zener  Diode)又称之为稳压二极管，可利用PN结反向击穿状态，其电

流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象，制成的起稳压作用的二极管。此类二极管

是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件，在这临界击穿点上，反向

电阻降低到一个很小的数值，在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定，稳压二极管是

根据击穿电压来分档的，因为这种特性，稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳

压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用，通过串联就可获得更高的稳定电压。

[0003] 在实际应用中，可能需要运用到不同击穿电压的齐纳二极管，因此，如何提供一种

具有可调击穿电压的齐纳二极管结构的半导体器件是本领域技术人员亟待解决的一个技

术问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种半导体器件及其形成方法，以形成一种可调节击穿电

压的齐纳二极管结构。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明提供一种半导体器件，所述半导体器件包括第一掺

杂区域和存储单元，所述第一掺杂区域中具有两个第二掺杂阱，所述第一掺杂区域与所述

第二掺杂阱形成齐纳二极管结构，所述存储单元位于所述第一掺杂区域上且位于两个所述

第二掺杂阱之间，两个所述第二掺杂阱与所述第一掺杂区域擦写所述存储单元，通过擦写

所述存储单元调整齐纳二极管结构的击穿电压。

[0006] 可选的，在所述半导体器件中，所述存储单元为浮栅型存储单元。

[0007] 可选的，在所述半导体器件中，所述第一掺杂区域为N型掺杂或P型掺杂，与之对应

的所述第二掺杂阱为P型掺杂或N型掺杂。

[0008] 可选的，在所述半导体器件中，通过擦写所述存储单元调整齐纳二极管结构的击

穿电压在1V以上。

[0009] 本发明还提供一种半导体器件的形成方法，所述半导体器件的形成方法包括：

[0010] 提供一衬底，在所述衬底上形成第一掺杂区域；

[0011] 在所述第一掺杂区域上形成存储单元；

[0012] 在所述存储单元的两侧对所述第一掺杂区域进行掺杂形成两个第二掺杂阱，所述

第一掺杂区域与所述第二掺杂区域形成齐纳二极管结构，两个所述第二掺杂阱与所述第一

掺杂区域擦写所述存储单元，通过擦写所述存储单元调整齐纳二极管结构的击穿电压。

[0013] 可选的，在所述半导体器件的形成方法中，所述存储单元为浮栅型存储单元。

[0014] 可选的，在所述半导体器件的形成方法中，所述第一掺杂区域为N型掺杂或P型掺

杂，与之对应的所述第二掺杂阱为P型掺杂或N型掺杂。
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[0015] 可选的，在所述半导体器件的形成方法中，通过擦写所述存储单元调整齐纳二极

管结构的击穿电压在1V以上。

[0016] 综上所述，在本发明提供的半导体器件及其形成方法中，通过在第一掺杂区域中

进行掺杂形成第二掺杂阱的齐纳二极管结构，并在第一掺杂区域上形成存储单元，可通过

两个所述第二掺杂阱与所述第一掺杂区域实现对所述存储单元的擦写操作，从而通过存储

单元中存储的电子形成的电场环境调整齐纳二极管的击穿电压，进而达到方便有效调整齐

纳二极管的击穿电压。

附图说明

[0017] 图1是本发明实施例的半导体器件的结构示意图；

[0018] 图2是本发明实施例的半导体器件的形成方法的流程示意图。

具体实施方式

[0019] 为了使本发明的目的、特征和优点能够更加明显易懂，请参阅附图。须知，本说明

书所附图式所绘示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此

技术的人士了解与阅读，并非用以限定本发明可实施的限定条件，故不具技术上的实质意

义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本发明所能产生的功效及所

能达成的目的下，均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

[0020] 如图1所示，本发明提供一种半导体器件，所述半导体器件包括第一掺杂区域10和

存储单元20，第一掺杂区域10可位于硅衬底上，所述第一掺杂区域10中具有两个第二掺杂

阱30，所述第一掺杂区域10与所述第二掺杂阱30形成齐纳二极管结构，所述存储单元30位

于所述第一掺杂区域10上且位于两个所述第二掺杂阱30之间，两个所述第二掺杂阱30与所

述第一掺杂区域10擦写所述存储单元20，两个第二掺杂阱30与第一掺杂区域10形成典型的

源/漏区和导通沟道区，可通过电性连接第二掺杂阱30的电压/电流进行控制，通过擦写所

述存储单元20调整齐纳二极管结构的击穿电压，在写入电压信息的存储单元中的电子可形

成电场环境，从而可影响到齐纳二极管结构。

[0021] 在本实施例中，所述存储单元20为浮栅型存储单元，如附图1中的简要图示，也就

是包括浮栅(FG，floating  gate)和控制栅(CG，control  gate)的结构，即便在没有电源供

给的情况下，浮栅的存在可以保持住存储的电子，通过浮栅形成的电场环境影响齐纳二极

管结构。

[0022] 可选的，所述第一掺杂区域10为N型掺杂或P型掺杂，与之对应的所述第二掺杂阱

30为P型掺杂或P型掺杂，可通过掺杂硼来实现P型掺杂，可通过砷或磷来实现N型掺杂，第一

掺杂和第二掺杂是相对两种不同掺杂，在相同的原理上实现不同的需要。

[0023] 在本实施例中，通过擦写所述存储单元调整齐纳二极管结构的击穿电压在1V以

下，也就是存储单元对于齐纳二极管击穿电压的调整范围超过1V，例如，在通常情况下击穿

电压为7V时，击穿是从N区到P区，当存储单元完成擦除后，可以得到位于击穿电压为7V的齐

纳二极管，当存储单元完成写入后，由于电场会影响到P区从而影响到击穿电压，从而可得

到击穿电压低于6V的齐纳二极管，也就通过存储单元的擦写实现调整齐纳二极管的击穿电

压。当击穿电压低于5伏时，耗尽区较薄了，主要是齐纳击穿，当击穿电压高于5伏时，主要是
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雪崩击穿，PN结的击穿电压不仅和它的掺杂特性有关还和它的几何形状有关。

[0024] 对应的，如图2所示，本发明还提供一种半导体器件的形成方法，所述半导体器件

的形成方法包括：

[0025] S10、提供一衬底，在所述衬底上形成第一掺杂区域，可通过在衬底上形成的外延

层进行掺杂得到第一掺杂区域；

[0026] S20、在所述第一掺杂区域上形成存储单元，存储单元即实现存储一定电子所形成

的结构；

[0027] S30、在所述存储单元的两侧对所述第一参杂区域进行掺杂形成两个第二掺杂阱，

可通过存储单元作为掩膜完成掺杂工艺，所述第一掺杂区域与所述第二掺杂阱形成齐纳二

极管结构，两个所述第二掺杂阱与所述第一掺杂区域擦写所述存储单元，通过擦写所述存

储单元调整齐纳二极管结构的击穿电压。

[0028] 在存储单元的形成中，所述存储单元为浮栅型存储单元，也就是通过形成浮栅和

控制栅的结构，浮栅的存在可以保持住存储的电子，通过浮栅形成的电场环境影响齐纳二

极管结构。

[0029] 相对应的，所述第一掺杂区域为N型掺杂或P型掺杂，与之对应的所述第二掺杂阱

为P型掺杂或P型掺杂，

[0030] 其中，通过擦写所述存储单元调整齐纳二极管结构的击穿电压在1V以上，也就是

存储单元对于齐纳二极管击穿电压的调整范围超过1V。在本实施例中，两个第二掺杂阱与

第一掺杂区域即形与了齐纳二极管结构，又通过他们形成的MOS管基础结构实现存储单元

的擦写，对于具体的电性连接以及相应的施加电流电压等情况，本领域技术人员在现有技

术基础上均可实现本发明的核心，即实现调节齐纳二极管的击穿电压。

[0031] 综上所述，在本发明提供的半导体器件及其形成方法中，通过在第一掺杂区域中

进行掺杂形成第二掺杂阱的齐纳二极管结构，并在第一掺杂区域上形成存储单元，可通过

两个所述第二掺杂阱与所述第一掺杂区域实现对所述存储单元的擦写操作，从而通过存储

单元中存储的电子形成的电场环境调整齐纳二极管的击穿电压，进而达到方便有效调整齐

纳二极管的击穿电压。

[0032] 上述描述仅是对本发明较佳实施例的描述，并非对本发明范围的任何限定，本发

明领域的普通技术人员根据上述揭示内容做的任何变更、修饰，均属于权利要求书的保护

范围。

说　明　书 3/3 页

5

CN 109192729 A

5



图1

图2

说　明　书　附　图 1/1 页

6

CN 109192729 A

6


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006


